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1. 本文研究了不同掺杂浓度的硅底电极制备的Ni/SiNx/p-Si器件中的自整流和非线性电阻切换特性。通过在正偏压下进行电成形，可以产生双极型电阻切换行为，并减小了电流过冲效应。相比于Ni/SiNx/p++-Si器件，Ni/SiNx/p+-Si器件实现了更高的自整流比。非对称的I-V特性可以通过抑制反向电流的肖特基势垒来解释，并且可以通过导通路径的尺寸来控制。在低阻态中具有较高阻值的导通路径有利于实现较高的选择比。此外，通过控制合规电流，我们展示了改善自整流和选择比的方法。这些实验结果为在CMOS兼容交叉点阵列应用中改善非线性特性提供了可能途径。

2. 传统的金属-绝缘体-金属（MIM）结构设备由于氧空位/缺陷扩散、载流子捕获和解除捕获以及肖特基势垒调制引起绝缘体电阻切换而产生记忆效应。然而，SiNx基RRAM也显示出良好的电阻切换性能。此外，金属-绝缘体-硅（MIS）结构设备在电阻切换特性方面更加灵活。

3. 自整流和非线性特性对于基于两端口的新型存储器（如RRAM和PRAM）是一个重要的要求，由于潜行路径问题。为了解决这个问题，提出了一些架构，如1D-1R、1T-1R或1S-1R。然而，考虑到设计规格和集成可用性，无选择器电阻切换元件可以减轻设计和材料复杂性，并且具有简单单元器件的固有自整流和非线性特性。
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Appears strongly imbalanced: The article is written in a biased or one-sided way, and the information it provides is not trustworthy enough to be considered a reliable source. You should consult other sources to find reliable information on the presented issues.
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对于上述文章的批判性分析，以下是一些可能的观点和问题：

1. 偏见及其来源：文章似乎偏向于支持使用Ni/SiNx/p-Si器件作为下一代非易失性存储器。然而，它没有提供关于其他竞争性技术或材料的详细比较，也没有探讨可能存在的局限性或风险。

2. 片面报道：文章主要关注了Ni/SiNx/p-Si器件的优点和特性，但并未提及任何潜在的缺点或挑战。这种片面报道可能导致读者对该技术的实际可行性和适用性产生误解。

3. 无根据的主张：文章声称通过控制掺杂浓度可以改善Ni/SiNx/p-Si器件的自整流和非线性电阻切换特性，但并未提供充分的实验证据来支持这一主张。缺乏实验证据可能使读者对该主张产生怀疑。

4. 缺失的考虑点：文章没有讨论与Ni/SiNx/p-Si器件相关的潜在问题，如耐久性、稳定性、可靠性等。这些因素对于实际应用中的存储器设备至关重要，但在文章中被忽略了。

5. 所提出主张的缺失证据：文章声称通过控制合规电流可以改善自整流和选择比，但并未提供实验证据来支持这一主张。缺乏实验证据可能使读者对该主张的有效性产生怀疑。

6. 未探索的反驳：文章没有探讨其他学术观点或研究结果，也没有提供与Ni/SiNx/p-Si器件竞争技术相比的对比分析。这种未探索的反驳可能导致读者对该技术的全面性和可靠性产生疑问。

7. 宣传内容：文章似乎更像是一篇宣传性质的文章，旨在推广Ni/SiNx/p-Si器件作为下一代非易失性存储器。然而，它没有提供足够的客观信息和数据来支持其主张，并且忽略了其他相关技术和材料。

8. 偏袒：文章似乎偏向于支持Ni/SiNx/p-Si器件，并未充分考虑其他可能的选项或竞争技术。这种偏袒可能导致读者对该技术的实际优势和适用性产生误解。

9. 是否注意到可能的风险：文章没有明确讨论Ni/SiNx/p-Si器件可能面临的潜在风险或挑战。这种缺乏对潜在风险的关注可能导致读者对该技术的实际可行性和可靠性产生误解。

10. 没有平等地呈现双方：文章没有提供与Ni/SiNx/p-Si器件竞争技术相比的客观分析，也没有探讨其他可能的选项。这种不平等的呈现可能导致读者对该技术的全面性和可靠性产生疑问。

总体而言，上述文章存在一些偏见、片面报道、无根据的主张、缺失的考虑点和证据，未探索反驳，宣传内容以及偏袒等问题。为了提高其可信度和科学性，需要更全面、客观和平衡地讨论相关技术和材料，并提供充分的实验证据来支持所提出的主张。
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· Ni/SiNx/p-Si器件与其他竞争性技术的比较和局限性

· Ni/SiNx/p-Si器件的潜在缺点和挑战

· 控制掺杂浓度改善器件特性的实验证据

· Ni/SiNx/p-Si器件的耐久性、稳定性和可靠性问题

· 控制合规电流改善自整流和选择比的实验证据

· 其他学术观点和研究结果，以及与Ni/SiNx/p-Si器件竞争技术的对比分析
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